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Resumen

La demanda de tecnologias eficientes para recoleccién de energia, particularmente en generadores
termoeléctricos y sistemas de recuperacion de calor residual, subraya la necesidad de materiales ter-
moeléctricos avanzados con un rendimiento excepcional. En este estudio, presentamos el notable
comportamiento termoeléctrico de las heterouniones de tipo n MoS,;/MoSe; sintetizadas mediante
un proceso escalable de pulverizacién catédica por radiofrecuencia [1-3]. Estas heteroestructuras ex-
hiben un coeficiente de Seebeck experimental notablemente alto de 1185 mV K™' dentro del rango
de temperatura de 290-320K. Esta significativa respuesta se origina a partir de portadores activados
térmicamente, caracterizados por una energia de activacién notablemente baja de 41.6 meV. Ademas,
las heterojunciones demuestran valores de figura de mé-
rito (ZT) termoeléctricos cercanos a ~1.0, lo que desta-
ca su potencial para la conversion eficiente de energia.
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Abstract

The demand for efficient energy harvesting technologies, particularly in thermoelectric generators
and waste heat recovery systems, underscores the need for advanced thermoelectric materials with
exceptional performance. In this study, we present the remarkable thermoelectric behavior of MoS,/
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MoSe, n-type heterojunctions synthesized via a scalable radiofrequency sputtering process [1-3]. These
heterostructures exhibit a remarkably high experimental Seebeck coefficient of 1.185 mV K™ within
the temperature range of 290-320 K. This significant response originates from thermally activated car-
riers, characterized by a remarkably low activation energy
of 41.6 meV. Furthermore, the heterojunctions demon-

strate thermoelectric figure of merit (ZT) values close to
~1.0, highlighting their potential for efficient energy con- o ﬁ w
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version. To better understand these experimental results,
Density Functional Theory (DFT) calculations were used,
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